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パッケージ写真  

Transphorm製 650V GaN FET  TPH3207WS 構造解析レポート 

株式会社エルテックは、Transphorm製 650V GaN HEMT「TPH3207WS」の構造解析レポート
をリリースしました。 
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製品特徴 

・JEDEC認定のGaNパワートランジスタ 

・高電流仕様（Ｉｄ＝50Ａ）のカスコード型GaNトランジスタ     ※Panasonic GaN Max Id=26A 
 

解析結果ポイント 

・動作電圧Vdss = 650Vに対し、破壊電圧BVdss ＝～ 1700Vとマージンを大きく上げている 

・ゲート入力発振・リンギング低減対策 

・ JEDECテストに合格するための性能向上技術（ GaNエピ層の厚膜化、高耐圧レイアウト） 

・標準のTO-247パッケージに大面積カスコードトランジスタ構成を収容するため、 

 チップオンチップアセンブリ（GaNチップ上にSiMOSFETチップ）を採用 
 

レポート内容、価格 

  構造解析レポート：60万円 (税別) 

    ・他社GaNトランジスタとの主な特徴の比較 

    ・パッケージ断面解析、SEM-EDX 

    ・GaN  平面観察、各層配線レイアウト 

     ・GaN   断面観察 (SEM、TEM)、GaNエピ層TEM-EDX材料分析  

         ・電気特性評価 （RON，オフ状態リーク電流対温度、破壊電圧、 

            ドレイン出力容量（Coss対Vds） 
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